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CARACTERIZACAO ELETRICA, TERMICA E MECANICA DE
PIEZORESISTORES PARA TRANSDUTORES DE PRESSAQO?

Luiz Antonio Rasia®. UNIJUI/USP

INTRODUCAO: Este projeto de pesquisa tem por objetivo investigar e desenvolver técnicas
para caracterizacdo elétrica, térmica e mecanica de piezoresistores de silicio policristalino
(elementos sensores), que ser&o usados tanto na fabricacéo de transdutores de pressdo como
subsidiar trabalhos na area de modelagem matematica. Os equi pamentos normal mente usados
para a avaliacdo das caracteristicas funcionais dos transdutores sdo, na sua maior parte,
importados e com custo relativamente elevado, desse modo, pretende-se desenvolver e
implementar um sistema de caracterizacdo de parametros elétricos, térmicos e mecéanicos de
piezoresistores com baixo custo e automatizado para uso em pesqguisas que envolvam medidas
de grandezas fisicas. MATERIAL E METODOS: Estio sendo fabricados piezoresistores de
filme semicondutores nos laboratérios da USP e sendo desenvolvido um procedimento
tedrico-experimental para caracterizagdo destes na UNIJUI. As razbes de investigar os
piezoresistores fabricados com filmes finos de silicio policristalino é, sem divida, o grande
emprego dado a estes materiais para a fabricacéo de sensores e transdutores. Como modo de
investigacdo a pesguisa estrutura-se em pesquisa bibliogréfica, elaboracéo do projeto tedrico e
atividades de laboratorio. RESULTADOS: Nos ultimos anos houve uma grande evolucéo da
fabricacdo de sensores integrados através da tecnologia do silicio ou microeletrénica,
principalmente, quando aplicada a producdo de microdispositivos de sensoriamento e de
transducdo. Os principais fatores que apontam a viabilidade dessa tecnologia, como sendo
adequada a fabricacdo de sensores, € o dominio das técnicas de processamento dos
dispositivos, compreensdo das propriedades elétricas, térmicas e mecanicas, o relativo baixo
custo de fabricacdo e pequeno tamanho dos dispositivos finais obtidos. Resultados
preliminares da pesquisa mostram o comportamento ndo linear dos piezoresistores em funcéo
da temperatura indicando modelos matematicos quadréaticos para descrever de forma mais
apropriada os efeitos térmicos sobre os filmes de silicio policristalino.
DISCUSSAO/CONCLUSOES: O intercambio institucional (USP-UNIJUI) e o dominio das
técnicas e procedimentos de investigacdo cientifica abrem perspectivas de introducdo no
mercado nacional de dispositivos eletro-mecanicos fabricados, até entdo, no exterior. A
inovacdo tecnoldgica incorporada nos dispositivos é enorme, uma vez que, ja sdo dominadas
as técnicas de processamento e os procedimentos experimentais de caracterizagdo dos
elementos sensores.

Projeto de Pesquisa DeFEM/UNIJUI com colaboragdo do L SI-Escola Politécnica da USP.
“Coordenador do Projeto de Pesquisa, Professor do DeFEM



